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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

 近年の超高度情報化社会において、半導体デバイスは不可欠な存在である。半導体
デバイスは、高性能化するにつれて、その構造の複雑化・微細化が日々進んでいる。
半導体膜であるSi膜は、この複雑化・微細化に対応できる成膜手法が必要となり、
成膜手法によりその特性が変化する。 我々は、Si膜の特性評価のために、共用設備
を用いてSiおよび金属膜の積層パターンをサブμmオーダーで形成したので報告す
る。

実験
Experimental

課題番号JPMXP1222AT0399にて報告したNi/Si積層パターン上に、i線露光装置を
用いてフォトレジストパターンを形成し、シリコン酸化膜をウェットエッチングし
た。さらに、i線露光装置によりリフトオフ用の2層レジストパターンを形成し、Ni
を電子ビーム蒸着装置により蒸着、アニーリングすることでシリサイド化を行った。
その後、同様の手法を用いて、Au/Ti配線パターンを形成した。完成したパターン
を光学顕微鏡により観察した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1aに加工を行ったNi/Si積層パターンの光学顕微鏡像を示す。
JPMXP1222AT0399の報告においてはSiをウェットエッチングによるパターン消失
が確認されたが、本課題においては反応性イオンエッチング装置を用いたドライエッ
チングを実施で、サブμmオーダーのパターンを形成することができた。
Fig.1bに示した通り本課題にて作製したサブ μmオーダーのパターンは、サンプル
内部でのばらつきやサンプル間のばらつきは見られず、i線露光装置、電子ビーム蒸
着装置、反応性イオンエッチング装置等における各プロセス処理は安定していると
いえる。
以上のことから、本課題にてサブ μmオーダーのSi膜の特性評価用パターンの均質
な形成ができることが明らかになった。
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Fig.1(a) Microscopic image of Ni/Si stacked pattern. Fig.1(b) Microscopic image
of Au/Ti/NiSi/Si pattern.
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